
Giunzione Metallo Ossido (=isolante) emiconduttore :

Realizzata sotto forma di   

Situazione all'equilibrio:
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 Situazione all’equilibrio:  

                      

 

Contatto ohmico fra  e  

Trasferimento di elettroni ,  lacune 

Carica spaziale
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→ C. elettrico vs x: 

                                       

( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
0

0

0
0 0

0 0 0 0

= 0                                                                                 

0 =                                 0

1
' =     

d

ox

s A d
ox

ox ox

x

A
d A d

s sx

E x x t

qN x
E x E x t x

qN
E x E x qN dx x - x

ε

ε ε

ε ε

+

< −

= = − < <

− = − −

( )

0

0 0

   0

0                                                                            

d

d

x x

E x x x

< <

= >

 

 



                                       

( )

0

0

0

0

Valori limite del potenziale nel metallo e nel semiconduttore:

   metallo

   semiconduttore

  nei grafici
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Per determinare :
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